FLACHENTRANSISTOREN

OC 821

Ausgabe: November 1957

p-n-p-Flachentransistor

In Vorbereitung
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Der Transistor OC 821 ist verwendbar fiir Niederfrequenzendstufen mit ca.
50 mW Ausgangsleistung, bzw. in Gegentakt-B-Stufen bis 400 mW Ausgangs-

leistung.
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FLACHENTRANSISTOREN
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OcC 821

p-n-p-Fldchentransistor

In Vorbereitung

Maximalwerte:

Verlustleistung Ny max =100 mW")
Kollektorspannung — UcE max 10 v
Kollektorspitzenspannung — Ucesp 20 v
Kollektorstrom — JC ma« =125 mA
Kollektorspitzenstrom — Jcsp 153 mA
Emitterspannung Ugmax = 8 v
Emitterspitzenspannung Ues <p = 10 v
Emitterstrom JE max 125 mA
Emitterspitzenstrom Jesp 135 mA
Sperrschichttemperatur ' R— z 79 ¥ =
Wadrmewiderstand Xy 0,3 “C/mW
Temperaturbereich @, —= —40--- 657 C

') siehe Seite 7.
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Kennlinienfeld in Basisschaltung
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Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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p-n-p-Fldchentransistoren

In Yorbereitung
Temperaturabhdngigkeit des Kollektorreststromes
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Max. zuldssige Verlustleistung Ny max= Ng -+ Nc in Abhdngigkeit von der

Umgebungstemperatur #, und der Kiihlifldche F.
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Berechnung der max. zuldssigen Verlustleistung:
:ﬂi i ﬂx

Ny max = 7

MT HK
#r = 0,3" C/mW
1

El'l.l.r"F

K
a, =~ 1,5 mW/em? ° C

F = Kiihlflache in cm?
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OC 820; OC 821

In Vorbereitung

Berechnungsbeispiel:

Fiir den Transistor OC 821 ist die erforderliche Kiihiflache fiir eine Ver|ust-
leistung von 100 mW bei einer Umgebungstemperatur von 35" C zu ermitteln.
Gegeben sind

Bimax = 75° C, %y = 0,3° C/mW, o, = 1,5 mW/jem? °C.

Der gesamte Warmewiderstand betrdgt
e ot — Ry, 13— 037G
N, 100 mW

— 0,4° C/mW
Mit
HK = X — HT

erhédlt man die erforderliche Kiihlflache zu

E_ 1
{Iw * ?l.'-l{

Piies 1 cm?
1,5 (0,4—0,3)

F = 6,7 cm?
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